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КРЕМНИЙ ҚЎРҒОШИН-БОРСИЛИКАТ ШИШАНИНГ ФИЗИК ХОССАЛАРИГА 
ТАШҚИ ОМИЛЛАРНИНГ ТАЪСИРИ

Чирчиқ олий танк қўмондон-муҳандислик билим юрти 
Умум-техника фанлари кафедраси  ўқитувчиси

Расулов Нурали Фазлитдинович
Ўзбекистон, Гулустон ш., Гулистон давлат университети

физика кафедраси ўқитувчиси 
Боймиров Шерзод Тухтаевич

Аннотация. Бу мақолада кремний қўрғошин-
борсиликат шишанинг физик хоссаларига ташқи 
омилларнинг таъсирини очиб берилган.

Калит сўз: электроника, кремний, микро-
электроника, кўп қатламли металл, диэлектрик, 
яримўтказгич, босим, темпиратура, нурланиш.

Ҳозирги вақтдаэлектроника ва микроэлектро-
никада, шунингдек қуёш элементлари, батарея-
лари ва станцияларининг ташкилий қисмлари 
сифатида кремний асосидаги кўп қатламли ме-
талл диэлектрик-яримўтказгич структуралар кенг 
қўлланилмоқда. Ушбу структураларнинг сифати, 
ишчи параметрларининг барқарор ва ташқи таъсир-
ларга чидамли бўлиши легирланган яримўтказгич-
диэлектрик чегарасининг характеристикаларини 
ўрганиш муҳим ва долзарбдир. 

Яримўтказгич киришмалар ҳақидаги масалалар 
умумий тарзда қаралганда ионлар киритиб легир-
лаш-энергияси бир неча килоэлектрон-вольтдан 
бир неча мегаэлектрон-волытача (одатда 20-100 
кэВ) бўлган ионлашган атомларни бомбардировка 
йўли билан тагликнинг сирт қатламига бошқарган 
ҳолда киритишдир.

Ион легарлаш жараёни яримўтказгич сирт 
қатламининг электрофизик хоссаларини 
ўзгартириш хусусиятига эга.

Ҳозирги вақтда ион легирлаш усули 
яримўтказгичлар технологиясида анча афзал бўлиб, 
келажакда электрон-ковак ўтишли тузилмалар 
ҳосил қилишнинг бошқа усуллари (қотишмали, 
диффузия ва эпитаксия усуллари) ўрнини олиши 
мумкин.

Бу афзаллик ион легирлашнинг қаттиқ жисм 
ва легирловчи модда ўзаро таъсири температурага 
боғлиқ эмаслигидан келиб чиқади. 

Биринчидан, бу усул универсал, чунки қаттиқ 
жисмга (металл, диэлектрик, яримўтказгич) ҳар 
қандай киришмани киритиш мумкин; 

иккинчидан, легирлашнинг изотоп тозалигини 
таъминлайди, легирланган қатламга назорат қилиб 

бўлмайдиган киришмалар кириб қолишидан ама-
лий жиҳатдан сақлайди;

учинчидан, ион легирлаш жуда паст температу-
раларда ўтказилади (баъзи ҳолларда уй температу-
расида). Легирланган қатламларга иссиқлик ишлов 
(отжиг) бериш, диффузион легирлашга нисбатан 
анча паст температураларда ўтказилади.

Паст темпираторада ўзтказилган легирлашбизга 
қуйидаги натижаларни беради:

-ионларнинг энергиясини ўзгартириш йўли 
билан барча уч ўлчов йўналишида киришмалар 
тақсимотини бошқариш;

-яримўтказгич ҳажми сирти остида легирланган 
қатламларни олиш;

-оқимда ион токи зичлиги ва нурлантириш 
вақтини ўзгариш ҳисобига киришмаларни аниқ то-
залаш;

-уларни диэлектрик ва металл қопламалар 
орқали киритиш;

-кремний-қўрғошин-борсиликат шиша асосида-
ги металл диэлектрик-яримўтказгич струтуралари-
ни яратишда;

-легирлаш температураси мувозанат концентра-
циясидан юқори миқдорда киришмалар киритиш 
каби имконияларга эга бўламиз.

Ноёб ер элементлари билан легирланган крем-
ний (Si)-қўрғошин-борсиликат шиша асосидаги 
металл диэлектрик-яримўтказгич структуралар-
нинг параметрларига ташқи омилларнинг (босим, 
радиация, термик ишлов) таъсири ўрганилди. Ушбу 
структуралар кремний-кремний диоксиди асоси-
даги металл диэлектрик-яримўтказгич структура-
лар ва ноёб ер элементлари билан легирланмаган 
(Si)-қўрғошин-борсиликат шиша асосидаги металл 
диэлектрик-яримўтказгич структураларга нисба-
тан ташқи омилларга барқарорлигини кўрса бўлади.

Усулни қўлланишдаги чегаралашлар 
қуйидагилар:

1). ионларкириш чуқурлиги кичиклиги 
ҳисобигар-п- ўтишларнинг жойлашиш чуқурлиги 
кичик бўлади;
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2). технология қурилма мураккаблиги;
3). техника хавфсизлиги бўйича махсус 

қоидаларга риоя қилишнинг ўта зарурлиги ва 
бошқалар.

Ион легирлашнинг анча кенг қўлланилишига, 
айниқса, киришма атомларини тозаланган миқдорда 
киритиш ва ундан киришма тақсимот кесимини 
ҳосил қилиш учун кейинги диффузион ҳайдаш ман-
баи сифатида фойдаланиш сабаб бўлмоқда.

Ундан ташқари, ион киритиш қўшқутбли тран-
зисторларнинг юпқа база соҳаларини яратиш 
учун, МДЯ-транзисторлар чегара кучланишларини 
бошқаришда бошқа мақсадлар учун фойдаланилади.

Ион легирлаш билан олинган тузилмаларни на-
зорат қилиш учун киришма атомлар тақсимоти ке-
сими ва заряд ташувчиларнинг самарали сирт кон-
центрацияси текширилади.

Ноёбер элементлари билан легирланган крем-
ний қўрғошин-борсиликатшиша асосидаги ме-
талл диэлектрик-яримўтказгичструктураларнинг 
асосий параметрларига босим, температура 
ва нурланишнинг таъсирини биринчи ўринда 
ўрганишдан иборатдир. Металл диэлектрик-
яримўтказгичструктураларни ташқи омиллар таъ-
сиригача ва ташқи омиллар таъсиридан сўнгги 
параметрлар характеристикаларини ўлчаш, пара-
метрларини ҳисоблаш ва ушбу структураларнинг 
ташқи омилларга чидамлилигини ўрганиш ҳам биз-
га катта ютуқлар беради.

Ноёб ер элементлари биланлегирланган крем-
ний асосидаги кўп қатламли яримўтказгич металл-

диэлектрик-яримўтказгичструктуралар тадқиқот 
объекти сифатида олинди. Кремний-шиша 
бўлиниш чегарасининг асосий параметрлари: сир-
тий ҳолатлар зичлиги (Nss) ва Nss нинг кремнийнинг 
тақиқланган зонаси бўйича тақсимати тадқиқот 
предметини ташкил этади.

Ноёб ер элементлари билан легирланган крем-
ний кремний-қўрғошин-борсиликат шиша асосида-
ги металл диэлектрик-яримўтказгич структуралар-
нинг параметрларига ташқи омилларнинг (босим, 
радиация, термик ишлов) таъсири ўрганилди. Ушбу 
структуралар кремний-кремний диоксиди асоси-
даги металл диэлектрик-яримўтказгич структура-
лар ва ноёб ер элементлари билан легирланмаган 
кремний-қўрғошин-борсиликат шиша асосидаги 
металл диэлектрик-яримўтказгич структураларга 
нисбатан ташқи омилларга барқарорлигини кўрса 
бўлади. 

Ноёб ер элементлари билан легирланган 
кремнийкремний-қўрғошин-борсиликат шиша асо-
сидаги металл диэлектрик-яримўтказгич структу-
ралар кенг турдаги яримўтказгич асбоблар ва қуёш 
элементларининг асосий ва базавий элементи сифа-
тида қаралиши ва қўлланилиши мумкин.

Ташқи омилларга чидамли ва барқарор ноёб ер 
элементлари билан легирланган кремний кремний-
қўрғошин-борсиликат шиша асосидаги металл 
диэлектрик-яримўтказгич структуралар замонавий 
электроника, микроэлектроника ва қуёш элемент-
лари, батареялари ва станцияларида базавий эле-
ментлар сифатида кенг қўлланилиши мумкин■
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